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Бездислокационный монокристаллический кремний – основной материал 

для нано- и микроэлектроники, силовой электроники, оптоэлектроники и сол-

нечной энергетики.  

Так как в процессе высокотемпературного выращивания кремниевые без-

дислокационные монокристаллы в ходе их охлаждения пересыщены точечными 

дефектами (вакансиями, собственными межузельными атомами, атомами при-

месей), то в результате агрегации точечных дефектов образуются ассоциаты то-

чечных дефектов, которые получили название ростовых микродефектов. 

Проблема образования ростовых микродефектов имеет как технологиче-

ский аспект (управление дефектной структурой кристалла в процессе роста), 

так и фундаментальное научное значение.   

Решение данной проблемы позволяет понять физику процесса дефектооб-

разования в сверхчистых бездислокационных монокристаллах кремния.  

Для этого необходимо знание и адекватное применение качественного ме-

ханизма образования и трансформации ростовых микродефектов, который 

строится с помощью комплексных экспериментальных исследований бездисло-

кационных монокристаллов кремния, полученных методами Чохральского (CZ-

Si) и бестигельной зонной плавки (FZ-Si) при различных тепловых условиях 

роста. 
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Разработка модели дефектообразования в бездислокационных монокри-

сталлах кремния должна базироваться только на таком качественном механиз-

ме, который адекватно отражает реальную структуру кристалла.  

Модель образования ростовых микродефектов, в свою очередь, дает воз-

можность моделировать и получать бездислокационные монокристаллы крем-

ния с заранее заданной дефектной структурой и управлять ею при последую-

щих технологических воздействиях. 

Предлагается гетерогенная диффузионная модель образования ростовых 

микродефектов.  

Данная модель дает возможность выявления связи между процессами, 

происходящими на атомном уровне и реальными тепловыми условиями выра-

щивания, что позволяет дать практические рекомендации по улучшению каче-

ства получаемых бездислокационных монокристаллов кремния. 
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